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4.  Dielectric  Mismatch  at  Finite  Barrier  Cubic  Quantum  Dots/  V.I.  Boichuk,  I.V.  Bilynsky,  I.O. Shakleina  and  I.  Kogoutiouk  // Physica E: Low-dimensional  Systems  and  Nanostructures  43 (2010) 161-166.
5.  The effect of the polarization charges on the optical properties of a spherical quantum dot with an off-central  hydrogenic  impurity/  Boichuk V.I.,  Bilynskyi I.V.,  Leshko R.Ya.,  Turyanska L.M.  // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. — 2011. Vol. 45, № 2. — P. 476–482.
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23. Мінізонна електропровідність у надгратках сферичних квантових точок гетеросистеми InAs/GaAs / Бойчук В.І., Білинський І.В. Пазюк Р.І. // УФЖ. – 2017. Т. 62, № 4. – С. 335-342.

Наукове  керівництво проф. Бойчуком В.І. захищеними  дисертаційними  роботами (виконавець,  тема,  рік захисту, спеціальність, анотація):

Кандидатські дисертації

          Білинський  І.В., Екситонні  та  електронні  стани  надтонких  напівпровідникових  плівок  і простих  гетероструктур  напівпровідників,    1995  р.,  01.04.10  –  Фізика  напівпровідників  та діелектриків.

         Анотація: На захист винесено 13 наукових робіт, які містять  дослідження  спектра надтонких  напівпровідникових  плівок  в залежності  від  вибору  хвильової  функції, потенціалу взаємодії  між  частинками,  а  також  електрон-фононні  стани  простої  гетеро структури напівпровідників.  Встановлено,  що при взаємодії  електрона з поверхнями і об'ємними фононами завжди виникає поляронний стан, а збудження виникає по-різному, в залежності від сили  зв’язку.  Зроблено  порівняння  результатів  обчислень  параметрів поверхні  полярона методом Лі-Лоу-Пайнса і методу функції Гріна, в якому використано новий підхід в сумування діаграм, що дозволяє ефективно враховувати багато фононні віртуальні процеси.
            Войцехівська О.М., Теорія спектра квазічастинок, взаємодіючих з фонами в багатозонних системах різної розмірності,  1996 р.,  01.04.10 – Фізика напівпровідників та діелектриків.

          Анотація: На захист винесено 17 наукових робіт, які містять  дослідження спектра і хвильових  функцій  електрона,  в  плоскій   подвійній  гетероструктурі з трьома можливими видами безінерційної поляризації. Знайдена залежність спектра від товщини плівки і від різних співвідношень  між  величинами  діелектричних  проникностей  плівки  і  середовищ. У представленні чисел заповнення отримано  гамільтоніан  електрон-фононної  взаємодії для складної сферичної наногетеросистеми в наближенні ефективних мас і кінцевих прямокутних потенціальних  ям  для  електрона  і  в моделі діелектричного континууму для повздовжніх обмежених і інтерфейсних оптичних фононів.
         Стасів Н.І., Вплив магнітного поля на екситонні та електронні стани в напівпровідниках, 1998 р., 01.04.10 – Фізика напівпровідників та діелектриків.

         Анотація: У дисертаційній  роботі  проведено  дослідження  електрон-фононної  системи іонного  напівпровідника  в  сильному  магнітному  полі.  Методом функцій Гріна, у масовому операторі яких враховано  багатофононні  віртуальні  процеси, обчислено енергію, ефективну масу  магнітополярона, середнє число фононів у поляронному стані та енергії циклотронного резонансу  для  кристалів  з  проміжним  електрон-фононним  зв’язком.  Показано,  що запропонована  методика дозволяє отримати  досить  високу  збіжність  теорії  з експериментальними даними.
             Кубай Р.Ю., Вплив внутрішніх меж наногетеросистем на електронні та екситонні стани, 2000р., 01.04.02 – теоретична фізика.

           Анотація: У дисертації наведені результати обчислень  потенціальної  енергії взаємодії заряду з межами поділу у полі сил зображень для  багатошарових сферичних структур. Запропонована модель перехідного  шару,  в якому  діелектрична  проникність є  плавною функцією  координати.  В рамках цієї  моделі обчислено  потенціальну  енергію  взаємодії зарядженої частинки з межами поділу для багатошарових сферичних, циліндричних та плоских структур. для конкретних гетеросистем обчислено енергетичні спектри електрона та екситона як при врахування перехідних шарів так і без них. 

          Гольський В.Б., Електронні та екситонні стани у  наногетеросистемах  з  тунельно-зв’язаними квантовими точками різної форми,  2005р., 01.04.10 – Фізика напівпровідників та діелектриків.

          Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню енергетичного спектру електрону, двох електронів  та  екситона  в  системі  двох  тунельно-зв’язаних  квантових  точок  різної  форми  з врахуванням розриву зон на межах поділу середовищ та залежності ефективної маси частинок від координат.  Розв’язана  одночастинкова  та  двочастинкова  задача  з  двома  тунельно-зв’язаними КТ із скінченим потенціалом різної форми (циліндричної, кубічної та сферичної). Проаналізовано  залежність  енергії  зв’язку  екситону  від  відстані  між  КТ.  Вперше проаналізована  залежність  величини  розщеплення  енергетичних  рівнів  частинки  від  форми нанокристалів.

           Шаклеіна І.О., Вплив інтерфейсів квантових дротів і точок на спектри електронів і дірок,

2009р.,  01.04.07 – Теоретична фізика.

          Анотація:  Дисертація  присвячена  дослідженню  впливу  меж  поділу  середовищ  на властивості  електронів,  дірок  та  екситонів  квазіодномірних  та  квазінульмірних напівпровідникових структур. Використовуючи теорію груп та симетрій ний аналіз, досліджено вплив симетрії форми КТ на розщеплення енергетичних рівнів зарядів для випадків, коли спін частинки  дорівнює нулю та коли  спін  відмінний  від  нуля  (s=1/2).  Вперше  знайдено  енергії екситона Ваньє-Мотта для КТ кубічної форми в моделі  діелектричного континууму з врахуванням точного розв'язку рівняння Пуассона.
           Борусевич  В.А.,  Поляронні  стани  в  ізотропних  та  анізотропних  напівпровідникових квантових ямах,  2009 р., 01.04.02 – Теоретична фізика.

         Анотація: Дисертація присвячена дослідженню особливостей взаємодії електрона з усіма модами поляризаційних коливань у напівпровідникових квазідвовимірних наногетеросистемах кристалів кубічної та гексагональної симетрії. Встановлено закон дисперсії для кожного типу поляризаційних  фононів,  та  обмежені  інтервали  енергій,  в  яких  вони  можуть  існувати  для симетричних та несиметричних тришарових наногетеросистем  кристалів  гексагональної симетрії. Визначено і проаналізовано характер залежностей частот усіх типів фононних мод як функції від хвильового вектора. 

          Лешко  Р.Я.,  Теорія  діркових,  екситонних  та  домішкових  станів  у  сферичних наногетеросистемах,  2010р.,  01.04.02 – Теоретична фізика.

          Анотація:  Дисертація присвячена дослідженню енергетичних  спектрів  квазічастинок  в одношарових та двошарових квантових точках сферичної форми кристалів кубічної симетрії на основі однозонної та багатозонної моделей. У роботі використано потенціальні енергії взаємодії між зарядженими частинками, що одержані на основі точних розв’язків рівняння Пуассона. З цими потенціальними енергіями розв’язано рівняння Шредінгера, знайдено залежності енергії дірок, екситонів, донорних та акцепторних домішок, як функції розмірів квантових точок.

          Турянська Л.М., Міжрівневі поглинання електромагнітних хвиль квантовими точками з донорними та акцепторними домішками, 2013р., 01.04.10  –  Фізика  напівпровідників  і діелектриків.

           Анотація: Дисертація присвячена дослідженню міжрівневих переходів електронів та дірок у сферичних квантових точках за наявність в них донорних та акцепторних домішок. У роботі розроблено теоретичні методи визначення енергетичних спектрів донорів та акцепторів при умові 

їх довільного розташування у квантовій точці та з врахуванням особливостей зонної структури кристалів CdS та CdSe.

          Пазюк Р.І.,  Оптичні та електричні властивості надграток квантових точок на основі напівпровідників АІІІВV, 2017р., 01.04.10  –  Фізика  напівпровідників  і діелектриків.

           Анотація: Для НГ квантових точок GaAs/AlxGa1-xAs, InAs/GaxIn1-xAs установлено залежність коефіцієнта міжпідзонного поглинання світла від його частоти, розмірів КТ та відстаней між ними. Показано, що для КТ розмірами 30-100 А у 3D-НГ основні піки міжзонного (міжпідзонного) поглинання знаходяться в області 1.13-1.7 мкм (2.96-4.45 мкм) для GaAs/AlxGa1-xAs і 1.77-2.76 мкм (4.77-6.56 мкм) – для InAs/GaxIn1-xAs; енергія піків зменшується при збільшенні розмірів КТ.

Докторські дисертації
           Товстюк К.К., Багаточастинкова взаємодія  у  формалізмі  подвійних  перестановок  та  її прояв  у  шаруватих напівпровідниках, 2010  р., 01.04.10 – Фізика напівпровідників  та діелектриків. (На здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук)

         Анотація: У дисертації зроблено новий формалізм зображення  одночастинкової причинної функції Гріна за  допомогою  груп  перестановок.  Створено прямий метод знаходження доданків масового оператора  електронів,  що  взаємодіють  між  собою  та взаємодіють  із  фононами  при  Т→0.  доведено  вирази  для  отримання  лише  топологічно нееквівалентним діаграмам. Проаналізовано вплив можливих дисторсій структурних одиниць на електронний спектр.

             Білинський І.В., Електронні, діркові та екситонні стани у гетеросистемах з квантовими точками. 2017р., 1.04.10 – Фізика  напівпровідників  і діелектриків.

             Анотація: За допомогою теорії груп проведено симетрійний аналіз наногетероструктур з КТ кубічної, гексагональної та тетраедральної форм. Проаналізовано еволюцію спектрів водневоподібних донорних домішок від стаціонарного до квазістаціонарного, коли домішки знаходяться у центрі і не в центрі сферичної КТ у двошарових квантових точках та антиточках при зміні їхніх розмірів. Побудовано теорію екситонних станів у структурах з КТ кубічної форми з врахуванням існування зв’язаних поверхневих зарядів. Побідовано теорію енергетичного спектра електрона КТ з двома зарядженими йонами донорів при різних відстанях їх до центра КТ. Удосконалено теорію електронного спектра у одно-, дво- та тривимірних надгратках сферичних і кубічних напівпровідникових КТ у гетерогенних системах GaAs/AlxGa1-xAs та InAs/GaxIn1-xAs для малих розмірів квантових точок (2-10 нм) у наближенні сильного звязку та в рамках моделі Кроніга-Пенні.
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